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EINGEBETTETE

LEISTUNGSELEKTRONIK

Die Entwicklung sehr schnell schaltender
Halbleiter auf Siliziumcarbid (SiC)- oder
Galliumnitrid (GaN)-Basis bis 1200V Sperr-
spannung bietet die Moglichkeit, Stan-
dardleistungsumrichter neu zu erfinden.
Alle Anwendungen, die eine Ausgangs-
drossel bendtigen, profitieren von der
moglichen Erhéhung der Schaltfrequenz,
da passive Bauteile in ihrer GroBe signifi-
kant verkleinert werden konnen. Schalt-
frequenzen von bis zu 250kHz fur SiC und
noch hoher fir GaN kénnen mit dieser
Technologie erreicht werden. Bisher reali-
sierte Projekte kommen vor allem aus den
Bereichen Solar, aktive Filter und dem
Automobilbereich.

Die schnellen Schaltfrequenzen konnen
aber aufgrund der im Modulaufbau auf-
tretenden parasitaren Induktivitdten zu
erheblichen Uberspannungen beim Ab-
schalten fUhren. Diese konnen eine zersto-
rende Wirkung auf den Chip haben sowie
zu weiteren Schwingungen fuhren, die die
Schaltverluste erheblich in die Hohe trei-
ben.

Das Fraunhofer IZM hat in den letzten
Jahren viel Erfahrung im Bereich der einge-
betteten
konnen. Angefangen mit einem Grundla-

Leistungselektronik ~ sammeln
genprojekt’ , das die prinzipielle Machbar-
keit der Technologie gezeigt hat, Uber
weiterfihrende 6ffentlich geférderte Pro-
jekte bis hin zu Industrieprojekten fir gro-
Be Kunden konnten wir unsere Kenntnisse

in der Fertigung und der elektrischen,
thermischen und  mechanischen  Sys-

temauslegung immer weiter ausbauen.

Kommutierungsinduktivitaten von unter
1nH konnen erzielt werden, parasitare
Ausgangskapazitaten werden verringert,
andere, aufbaubedingte passive Elemente
werden in ihrem Verhalten bzw. Auftreten
optimiert. Die Ansteuerung der Leistungs-
halbleiter wird auf die BedUrfnisse der
schnell schaltenden Halbleiter angepasst
mit kurzen Wegen und leistungsstarken
Bauteilen. Ein durchdachtes Ansteuerver-
fahren, optimierte Ausgangsdrosseln und
intelligent angeordnete Zwischenkreiska-
pazitaten tragen ebenso dazu bei, das
Potenzial dieser schnellen Halbleiter aus-
schopfen zu kénnen.

Das Einbettkonzept bietet Uberdies gute
Maoglichkeiten, Umrichter modular aufzu-
bauen. Damit konnen auch hohere Leis-
tungen gut abgedeckt werden, oder An-
wendungen, fir die bisher fur jede Leis-
tungsklasse ein eigener Umrichter aufge-
baut werden muss, kénnen einfach und
kostenglinstig erweitert oder verkleinert
werden.
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